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(57) Abstract: The invention relates to a packaging for a semiconductor chip (10). A frame (9) that directly surrounds the slot (5)
is provided on the carrier board (1) on the side of the nubbins (8). Said frame is provided with the same height as the nubbins (8)
and the slot (5) and the frame (9) surrounding said slot (5) are at least partially filled with a casting compound which is preferably
adapted to the thermal expansion coefficients of the semiconductor chip (10).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verpackung fiir einen Halbleiterchip (10), bei der auf der Trégerplatine (1) auf
der Seite der Nubbins (8) ein den Slot (5) unmittelbar umgebende Rahmen (9) vorgesehen ist, der die gleiche Hohe aufweist, wie die
Nubbins (8) und daB der Slot (5) und der diesen umgebende Rahmen (9) wenigstens teilweise mit einer VerguBmasse verfiillt ist, die
bevorzugt an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Halbleiterchips (10) angepaft ist.
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Beschreibung

Verpackung flr einen Halbleiterchip

Die Erfindung betrifft eine Verpackung flr einen Halpleiter-
chip, insbesondere fur CSP-, uBGA- oder FBGA- Verpackungen,
mit einer Trédgerplatine aus einem Polyimid, wobei die Trager-
platine einen zentralen Slot aufweist und auf einer Seite mit
Leitbahnen und einem Micro-Ball Grid Array sowie auf der an-
deren Seite neben dem Slot mit mehreren Reihen von Nubbins
zur Aufnahme des Halbleiterchips durch Diebonden versehen 1ist
und bei dem die Bondpads linienformig zentral auf dem Halb-
leiterchip angeordnet und Uber durch den Slot geflhrte Kon-
taktbricken mit den Leiterbahnen auf der Tradgerplatine ver-

bunden sind.

Derartige Verpackungen, bei denen der Zwischenraum zwischen
Halbleiterchip und Tr&gerplatine zumindest teilwelse mit ei-
nem Silikon ausgeftllt ist, missen extreme Anforderungen pe-
ziglich StreRabsorption erfillen. Insbesondere missen ther-
misch bedingte Spannungen, bedingt durch unterschiedliche
Ausdehnungskoeffizienten (CTE) einzelner Komponenten der Ver-
packung, verhindert, oder zumindest weitgehend ausgeglichen

werden.

Mit der eingangs beschriebenen Struktur einer Verpackung ge-
lingt es, diese Anforderungen weitgehend zu erfillen, aller-
dings mit dem Nachteil einer sehr aufwendigen und zeitinten-

siven Herstellungstechnologie.

Etwas vereinfacht dargestellt, sind eine Reihe von Prozel-

schritten erforderlich, die zunachst mit der Bereitstellung
einer geeigneten Tragerplatine (Polyimidframe) beginnen. Um
eine grobere Anzahl von Halbleiterchips gleichzeitig verpa-
cken zu konnen, ist die Tragerplatine in eine entsprechende
Anzahl von vollkommen identisch strukturierten Einzelberei-

chen eingeteilt. Jeder Einzelbereich enth&lt dabei die noti-
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gen Leitbahnen und Kontaktinseln auf einer Seite einerssicts
und eilne ausreichende Anzahl von Nubbins (Rpstandsnaltern)
zur Aufnahme eines Ealbleiterchips andererseits. Diese Nub-
bins, auf denen im weiteren Herstellungsprozel dann das Halb-
leiterchip durch Diebonden (Chipkleben) befestigt wird, die-
nen der Streflabsorption und insbesondere dem ARusgleich nicht
vermeldbarer thermischer Spannungen. Ublicherweise werden die
Leitbahnen, Kontaktinseln und die Nubbins durch Drucksn auf

die Tragerplatine aufgebracht.

Um eine leichte Vereinzelung der Einzelbereiche zu ermdg-
lichen, sind diese mit Aussparungen umgeben, die sich nahezu
jewelils Uber die gesamte Kantenlange des Einzelbereiches
erstrecken und durch Sollbruchstellen begrenzt sind. Weiter-
hin ist jeder Einzelbereich mit einem zentralen Slot verse-
hen, der den Bondinselbereich des Halbleiterchips freilaBt.
Damit konnen nach dem Diebonden elektrische Verbindungen von
den Bondinseln auf dem Halbleiterchip zu den Leitbahnen auf
dem Tragerelement durch Leadbonden oder Drahtbonden herge-
stellt werden. Die bereits erwdhnten Nubbins sind auf der
Tragerplatine rasterfdrmig in parallelen Reihen angeordnet,

die sich parallel zum Slot erstrecken.

Da diese Struktur, die bei CSP, MBGA oder FBGA-Verpackungen

grundsdtzlich &hnlich ist, noch relativ streBempfindlich ist,
erfolgt nach dem mechanischen und elektrischen Verbinden der
Komponenten noch ein VerschluB s&mtlicher Hohlrdume. Das be-
trifft insbesondere den mechanisch &duBerst empfindlichen Be-

reich, in dem sich die Kontaktbriicken befinden.

Dieser VerschluB (Encapsulation) wird idblicherwesise mit einer
Silikon durchgefihrt, das sehr dunnflissig sein muf. Das Si-
likon wird mit einem Dispenser in den Bondkanal eingefullt
und verteilt sich infolge der Kapillarwirkung zwischen dem
Halbleiterchip und dem Tragerelement, wobei gleichzeitig die
Nubbins mit eingehillt werden. Da das Silikon sehr dinn-

flissig sein muB, wilrde dieses auch durch die Aussparungen
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zwischen den Sollbruchstellen flieRen und nach unten aus dem
Tragerelement herauslaufen. Da dieser Vorgang unbedingt ver-
hindert werden mufl}, ist es erforderlich, das Tr&gerelement in
einem vorbereitenden Schritt auf seiner Unterseite mit einer
dinnen Folie zu laminieren. Diese Folie mul einerseits geni-
gend temperaturstabil sein und mull insbescndere rick-

standsfrel entfernbar sein.

Das erforderliche dunnflussige Silikon besitzt auflerdem noch
den Nachteil, daB es nicht moglich ist, einen CTE zu reali-

sieren, der mit dem von Silizium vergleichbar ist. Das liegt
daran, dafl wegen der erforderlichen Dinnfllissigkeit kaum Zu-

satzstoffe beigemischt werden kdnnen.

Nach dem schon zeitaufwendigen VerschluBl mufl dann noch eine
Entgasung der Anordnung in einer Vakuumkammer, ein Sogenahn—
tes Vakuumwait, vorgenommen werden. Anschliefend ist dann die
Folie wieder zu entfernen (Prozellschritt Peelen), wonach
dann die Vereinzelung der Einzelbereiche zu einzelnen Bau-

elementen vorgenommen werden kann.

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, eine Ver-
packung fir einen Halbleiterchip zu realisieren, die mit we-
niger Prozeflschritten kostenglnstiger hergestellt werden kann
und mit der eine wesentlich bessere Strefabsorption erreicht

werden kann.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung wird bel
einer Verpackung fUr einen Halbleiterchip der eingangs ge-
nannten Art dadurch gelodst, dal auf der Tré&gerplatine auf der
Seite der Nubbins ein den Slot unmittelbar umgebender Rahmen
vorgesehen ist, der die gleiche Hohe aufweist, wie die Ubri-
gen Nubbins und der zumindest auf der Chipseite eine Klebe-
kante aufweist und daB der Slot und der den Slot umgebende
Rahmen wenigstens teilweise mit einer VerguBmasse verflillt

ist.
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Bel einer derartig ausgestalteten Tr&dgerplatine wird beim
Verfillen des Bondkanales mit einem Silikon zuverldssig ver-
hindert, dal dieses sich auch zwischen dem Ealbleiterchip und
der Tragerplatine verteilen kann. Das hat den erheblichen
Vorteill, dall bei der Herstellung der Verpackung eine Reihe
von zeltintensiven ProzeBschritten eingespart werden kann.
Dies sind insbesondere die Schritte Laminieren, Vakuumwait
und Peelen. Der Rahmen kann einfach anstelle der dem Slot un-
mittelbar benachbarten Reihe von Nubbins auf der Tragerplati-

ne positioniert werden.

Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, daB ein Rahmen se-
parat hergestellt wird und anschlieBend mit der Tragerplatine
verklebt wird. Eine derartige Arbeitsweise ist allerdings nur

bel geringen Stuckzahlen sinnvoll.

Einfacher ist es natlrlich, wenn der Rahmen entsprechend ei-
ner Fortbildung der Erfindung ebenso wie die Nubbins auf die
Tragerplatine gleichzeitig mit diesen aufgedruckt wird. Damit

kann der Fertigungsaufwand auf einem Minimum gehalten werden.

Die VergubBmasse kann wie iblich aus Silikon bestehen, wobei
es beil Bedarf nunmehr moéglich ist, dick- oder dunnflissiges
Silikon einzusetzen. Die Verwendung von besonders dinnflissi-
ges Silikon ist problemlos, da der Rahmen eine ausreichende

Abdichtung des Bondkanales gewdhrleistet.

Andererseits kann der thermische Ausdehnungskoceffizient der
VerguBmasse infolge der erfindungsgem&Ben Ausgestaltung des
Miniaturgeh&uses sehr gut an den thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten des Halbleiterchips angepaflt werden. Die in
diesem Fall dickfllssigere Vergufmasse mit schlechten Fliel-
eigenschaften ist lediglich in den Bondkanal einzuftllen, so
dall es nicht mehr erforderlich ist, eine Kapillarwirkung wah-
rend des Einfullvorganges auszunutzen. Das Einfillen der Ver-
gubimasse in den Bondkanal kann mit einem Ublichen Dispenser

erfolgen.
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Die Anpassung des Ausdehnungskoeffizienten der VerguBmasse an
den Ausdehnungskoeffizienten des Halbleiterchips kann einfach
dadurch erfolgen, dal der VerguBfmasse ein ausreichender An-

teil an Si-Partikeln beigemischt wird.

Es ist auch moglich, daB als VerguBmasse ein Glob Top mit an-

sich schlechten FlieBeigenschaften verwendet wird.

Die Fillhoéhe der VerguBfmasse ist in dem nach dem Diebonden
gebildeten Bondkanal, der durch den Slot und den Rahmen ei-
nerseits und durch das gebondete Halbleiterchip andererseits
begrenzt wird, vorteilhafterweise so hoch zu wahlen, dal min-
destens die Kontaktbriicken durch die Vergufmasse vollstandig

eingeschlossen sind.

Da der Bondkanal gegeniber den ubrigen Bereichen des Minia-
turgehduses vollkommen abgedichtet ist und somit kein Mengen-
verlust eintritt, kann die Fillhdhe der VerguBmasse durch

Vorgabe der Fullmenge beim Dispensieren bestimmt werden.

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausfihrungsbeispiel
nidher erlidutert werden. In den zugehdrigen Zeichnungsfiguren

zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine schematische Darstellung ei-
ner mit einem Rahmen ausgestatteten Tragerplatine;

und

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung der Verpackung

fiir einen Halbleiterchip.

Die aus Fig. 1 ersichtliche Tragerplatine 1 stellt einen ARus-
schnitt mit einem Einzelbereich 2 dar, wobei die einander be-
nachbarten Einzelbereiche 2 durch Sollbruchstellen 3 und

Schlitze 4 gegeneinander abgegrenzt sind. Die Sollbruchstel-

len 3 erlauben in Verbindung mit den Schlitzen 4 nach der
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©
Fertigstellung der Verpackungen eine einfache Vereinzelung

der Einzelbereiche 2 besipielsweise durch Stanzen.

Jeder Einzelbereich 2 besitzt einen zentralen Slot 5 und ist
auf einer Seite mit Leitbahnen 7 und Landing Pads fir das
spdter herzustellende Micro-Ball Grid Array 6 versehen, die

bis an den Slot 5 heranreichen.

Das Micro-Ball Grid Array 6 dient zur elektrischen und mecha-
nischen Kontaktierung der kompletten Anordnung auf einer

nicht dargestellten Leiterplatte.

Weiterhin befinden sich auf der dem Micro-Ball Grid Array 6
gegenlberliegenden Seite der Tragerplatine 1 sogenannte Nub-
bins 8 (bzw. Abstandshalter), die in parallelen Reihen neben
dem Slot 5 angeordnet sind (Fig. 2). Diese Nubbins 8 bestehen
Ublicherweise aus Silikon. Weiterhin ist ein Rahmen 9 vorge-
sehen, der den Slot 5 umgibt. Der Rahmen 9 besteht ebenfalls
aus Silikon und ist dabei so ausgebildet, daf dessen Hohe ge-
nau der Hohe der Nubbins 8 entspricht. Dadurch ist es mog-
lich, einen Halbleiterchip 10 auf den Nubbins 8 und gleich-
zeitig auf dem Rahmen 9 durch Diebonden zu befestigen. Die
Befestigung des Halbleiterchips 10 mit einem Klebstoff 13 er-
folgt dabei mit der aktiven Seite (also Face down) auf den
Nubbins 8 und dem Rahmen 9, wobei die Halbleiterchips 10 mit

einer zentralen Reihe von Bondpads 11 versehen sein miissen.

Die elektrische Verbindung der Bondpads 11 und der Leitbahnen
7 auf der Tréagerplatine 1 mit Kontaktbricksen 12 kann wie Ub-

lich durch Lead- oder Drahtbonden erfolgen.

Nachdem die elektrische Verbindung hergestellt worden ist,
kann in einem abschlieBenden Schritt das Verflillen des Bond-
kanales, der durch den Slot 5 und den Rahmen 9 einerseits und
das Halbleiterchip 10 andererseits begrenzt wird, vorgenommen
werden. Die FiUllhohe der VerguBmasse ist dabei mindestens sc

hoch zu w&hlen, daB wenigstens die Kontaktbriicken 12 durch
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die VerguBmasse vollstdndig eingeschlossen sind. Die Fillhohe
der VerguBmasse kann einfach durch die Vorgabe der Fillmenge
beim Dispensieren bestimmt werden. Das ist dadurch mdéglich,
dal durch den Rahmen 9 eine vollstdndige Abdichtung des Bond-
kanales erreicht wird, die das Eindringen der Vergulmasse in
den Zwischenraum zwischen Halbleiterchip 10 und Trdgerplatine
1 zuverlassig verhindert, so daBl kein Mengenverlust eintreten

kann.

Die VerguBmasse kann wie Ublich aus Silikon bestehen und
dick- oder diunnflissig sein. Besonders vorteilhaft ist es,
daB es infolge des den Slot 5 umgebenden Rahmens 9 weiterhin
moéglich ist, den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der
VerguBmasse an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des
Halbleiterchips 10 anzupassen. Das kann einfach dadurch er-
folgen, daB der VerguBmasse ein hoher Anteil an Si-Partikeln
beigemischt wird. Die VerguBmasse kann relativ zahflissig
sein, da es nur darauf ankommt, den Bondkanal zu fillen und

keinerlei Kapillarwirkung ausgenutzt werden muf.
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Patentanspriche

1. Verpackung fur einen Halbleiterchip, insbesondere fir
CSP, uWBGA oder FBGA Verpackungen, mit einer Tradgerplatine
aus einem Polyimid, wobei die Tragerplatine einen zentra-
len Slot aufweist und auf einer Seite mit Leitbahnen und
einem Miro-Ball Grid Array sowie auf der anderen Seite
neben dem Slot mit mehreren Reihen von Nubbins zur Auf-
nahme des Halbleiterchips durch Diebonden versehen ist
und bei dem die Bondpads linienférmig zentral auf dem
Halbleiterchip angeordnet und iiber durch den Slot ge-
fihrte Kontaktbricken mit den Leiterbahnen auf der Tréa-
gerplatine verbunden sind, da dur ch gekenn -
zelchnet, daB auf der Tragerplatine (1) auf der
Seite der Nubbins (8) ein den Slot (5) unmittelbar umge-
bender Rahmen (9) vorgesehen ist, der die gleiche Hohe
aufweist, wie die Nubbins (8) und der zumindest auf der
Chipseite eine Klebekante aufweist und daB der Slot (5)
und der diesen umgebende Rahmen (9) wenigstens teilweise

mit einer Vergubmasse verfillt ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zelchnet, dab der Rahmen (9) mit der Tr&agerplatine
(1) verklebt ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn -
z e lchnet, dal der Rahmen (9) ebenso wie die Nub-

bins (8) auf die Tragerplatine aufgedruckt sind.

4. Verpackung nach einem der Anspriche 1 bis 3, d a -
durch gekennzedilichnet, daB die Vergubh-

masse aus Silikon besteht.

5. Verpackung nach Anspruch 4, da durch ge -
kennzedilchnet, daB der thermische Ausdehnungs-
koeffizient der Vergubmasse an den thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten des Halbleiterchips (10) angepalt ist.
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6. Verpackung nach Anspruch 5, da durch gekenn -

zelchnet, dab die VerguBmasse einen hohen Anteil

an Si-Partikeln enthéalt.

7. Verpackung nach einem der Anspriche 1 bis 6, d a -
durch gekennzedchnet, dal die Vergub-

masse als Glob Top ausgebildet ist.

8. Verpackung nach einem der Anspriche 1 bis 7, d a -
durch gekennzedlilchnet, daBb die Fullhoéhe
der VerguBmasse in dem nach dem Diebonden gebildeten
Bendkanal, der durch den Slot (5) und den Rahmen (9) ei-
nerseits und durch das gebondete Halbleiterchip (10) an-
dererseits begrenzt wird, so hoch gewahlt ist, dabl min-
destens die Kontaktbricken (12) durch die Vergufmasse

vollstdndig eingeschlossen sind.

9. Verpackung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
z eichnet, dab die Fillhohe der Vergublmasse durch

Vorgabe der Fillmenge beim Dispensieren bestimmt wird.
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